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論文内容の要旨 

 
 この論文はシリコンカーバイド(SiC )を用いた UV(ultra violet:紫外)センサーを開発する 
上での各種個別プロセス要素およびこの素子への応用をまとめたものである。論文は以下の 
ように 6章から構成されている。 
第１章ではワイドバンドギャップ半導体の高温デバイスヘの適応性を検討している。SiCデ 
バイス作製のためのプロセス技術とデバイスの現状を展望し、SiC 高温デバイスの実用化の 
可能性を検討している。第 2章では SiC高温デバイス作製のための要素プロセス技術の研究 
をまとめている。具体的にはイオン注入技術、ショットキー電極形成技術、オーミック電極 
形成技術、ドライエッチング技術について SiC高温デバイス作製用プロセス技術への応用を 
念頭にプロセス条件の検討を行い最適条件をみいだしている。UVセンサーのためには浅い 
接合層を形成する必要があり、イオン注入に際しての注意点について言及している。第 3章 
では高温用 SiC MESFETの研究をまとめている。ゲート金属には Pｔを使用している。UV 
センサーからの微弱信号の増幅に用いる燃焼制御用高温動作 SiC MESFETの試作のために必 
要な素子仕様の調査と基礎データの確認、試作プロセスの開発と素子試作、デバイス評価を 
行っている。第 4章は高温用 SiC  UVセンサの研究をまとめたものである。炎からの微弱 
な UV光を検知するための 6H-SiC pn接合ダイオードによる燃焼制御用 UVセンサーを試作 
している。イオン注入法による不純物ドーピングを採用した。pn接合は、n+p構造とし、n 
層を最表面に形成することにより、接合に到達する光の減衰量を p層の場合より小さくでき 
ることおよびイオン種が Nであるために p層形成の場合の Alに比べ欠陥が少ないというメ 
リットなどを述べている。第 5章は SiC高温デバイスの燃焼制御システムヘの応用でまと 
めている。SiCを用いた UVセンサーおよびMESFETを増幅器としたシステムとしての SiC 
デバイスの応用を示し、このデバイスを用いる有効性を述べている。第 8章は本研究で得ら 
れた成果、結論をまとめている。 
 
 

論文審査の結果の要旨 

 

 以上の論文内容に見られるように、申請論文はシリコンカーバイド(SiC)を用いた UV  



センサーおよび FET 増幅器の実用レベルでの開発を主眼にして、その周辺技術を詳細に研 

究したものである。そのために SiC 特有の個別プロセスの詳細な研究を詳細に行っている。 
具体的にはイオン注入、オーミック電極、ドライエッチングなどのプロセス技術の最適化と 

その結果作製した SiC素子の高温動作を確認し、そのデバイスを組み込んだ燃焼制御システ 
ムの動作確認までを研究した。Au ゲート MESFET と Pt ゲート MESFET において、それぞ 

れ最高動作温度 400℃と 500℃を確認した。さらに、6H-SiC UVセンサーでは、最高動作温 
度 700℃を確認している。この値は、材料の物性から推定される温度にほぼ近く、限界動作 

温度である。以上の結果より本論文の内容は独創性に富み工学的価値が高いものであると評 

価できる。 
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以上の審査結果より、本論文は博士論文として十分な内容を備えていると判定される。 

 


